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1. Концентраційні аномалії властивостей в напівпровідникових твердих розчинах на основі телуриду свинцю"

2. The concentration anomalies of properties in semiconductor solid solutions based on tin telluride

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - напівпровідникові тверді розчини на основі телуриду свинцю у системах PbTe-MnTe
та PbTe-GeTe. Мета дослідження - встановлення характеру залежностей механічних, гальваномагнітних та
теплових властивостей від складу та температури твердих розчинів на основі PbTe в напівпровідникових
системах PbTe-MnTe і PbTe-GeTe. Методи дослідження: мікроструктурний і рентгенодифракційний аналізи,
вимірювання мікротвердості, електропровідності, коефіцієнта Холла, коефіцієнта термо - е.р.с., коефіцієнта
теплового розширення, теплопровідності та теплоємності. Теоретичні та практичні результати, новизна:
проведено комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових твердих розчинів на основі
телуриду свинцю в системах PbTe-MnTe та PbTe-GeTe в залежності від складу і температури. Встановлено,
що в області концентрацій MnTe та GeTe ~ 0,75 - 2 мол.% на ізотермах фізичних властивостей
спостерігаються аномалії. Виявлені аномалії пов'язуються з критичними явищами, що супроводжують
перехід до сильного легування, який може розглядатися як концентраційний фазовий перехід. В наближенні



перколяційної теорії розроблена модель процесів, які визначають немонотонний характер концентраційних
залежностей властивостей. На залежностях теплоємності від складу твердих розчинів виявлені чітко
виражені піки при 0,75 - 2 мол.% MnTe і GeTe, які підтверджують наявність концентраційних фазових
переходів. Зроблено припущення, що перехід до домішкового континууму може супроводжуватися
процесами самоорганізації в домішковій підсистемі кристала. Сфера використання: фізика і
матеріалознавство потрійних і більш складних напівпровідникових фаз, фізика напівпровідників, фізика
дефектів.

2. Object of investigation - semiconducting solid solutions based on lead telluride in the PbTe-MnTe and PbTe-
GeTe systems. Aim of investigation - the establishment of behavior dependencies mechanical, galvanomagnetic
and thermal properties as functions of composition and temperature of semiconducting solid solutions based on
PbTe in the PbTe-MnTe and PbTe-GeTe. Methods of investigation: microstructure investigation, X-ray diffraction,
measurements of microhardness, electrical conductivity and the Seebeck coefficient, the Hall effect investigation,
the coefficient of thermal expansion, thermal conductivity and heat capacity. Theoretical and practical results: the
complex study of the physical properties as functions of composition and temperature of semiconducting solid
solutions based on lead telluride in the PbTe-MnTe and PbTe-GeTe systems was performed. It was established
that in the range of MnTe and GeTe concentrations ~ 0.75 - 2 mol.%, the isotherms of physical properties exhibit
anomalous behavior.The detected anomalies are attributed to critical phenomena accompanying the transition to
heavy doping, which can be considered as a concentration phase transition. In the approximation of percolation
theory, a model of processes that determine the non-monotonic behavior of the concentration dependences of
properties is developed. In the dependences of the specific heat on the composition of PbTe-MnTe and PbTe-
GeTe solid solutions, distinct peaks are observed at 0.75 - 2 mol.% of MnTe and GeTe, which confirms the
existence of phase transitions. We can to assume that a transition to the impurity continuum can be accompanied
by self-organization processes in the impurity subsystem of a crystal. Field of application: physics and material
research science of ternary and multinary semiconducting compounds, physics of semiconductors, physics of
defects.
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